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(57) Abstract: The invention relates to a 
method for producing a plurality of semi-con- 
ductor chips, especially radiation -emitting 
semi-conductor chips. Said chips comprise, 
respectively, at least one epitaxially produced 
functional stack of semi-conductor chips. 
Said method comprises the following steps: 
disposing an epitaxial growth substrate 
wafer (1), which is essentially made of a 
semi-conductor material which constitutes the 
same or similar semi-conductor material system 
in terms of grid parameters as the system 
on which a semi-conductor layer sequence 
for the functional semi-conductor stack is 
based; forming a separation area (4) which is 
parallel to a main surface (100) of the epitaxial 
growth substrate wafer (1) in said wafer (1), 
connecting the epitaxial growth substrate wafer 
(1) to an auxiliary support wafer (2), separating 
an opposite section (11) of the epitaxial 
growth substrate wafer (1) with respect to the 
separation area (4), from the auxiliary support wafer (2) along said separation area (4), forming an epitiaxial growth surface on the 
section (12) of the epitaxial growth support surface remaining on the auxiliary support wafer (2) for a subsequent epitaxial growth 
of the semi-conductor layer sequence; epitaxial growth of the semi-conductor layer sequence (5) on the epitaxial growth surface, 
depositing a chip substrate wafer on the semi-conductor layer sequence; separating the auxiliary support wafer (2), and dividing the 
composite semi-conductor layer sequence and chip substrate wafer (7) into individually separated semi-conductor chips. 

(57) Znsammenfassung: Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von Halbleiterchips, insbesondere von strahlungsemittierenden 
Halbleiterchips, mit jeweils mindestens einem epitaktisch hergestellten funktionellen Halbleiterschichtstapel, das folgende Verfah- 
rensschritte umfaBt: - Bereitstellen eines Aufwachssubstratwafers (1), derim Wesentlichen Halbleitermaterial aus einem hinsichtlich 
Gitterparameter gleichen oder ahnlichen Halbleitermaterialsystem umfaBt wie dasjenige, auf dem eine Halbleiterschichtenfolge Mir 
die funktionellen Halbleiterschichtstapel basiert, - Ausbilden einer parallel zu einer Hauptflache (100) des Aufwachssubstratwafers 

(1) liegende Trcnnzone (4) im Aufwachssubstratwafer (1), - Verbindcn des Aufwachssubstratwafers (1) mit einem Hilfstnigcrwafcr 

(2) , - Abtrennen eines aus Sicht der Trennzone (4) vom Hilfstragerwafer (2) abgewandten 
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Vcroffentlicht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCI -Gazette verwiesen. 



Teiles (11) des Aufwachssubstratwafers (1) entlang der Trennzone (4), - Ausbilden einer Aufwachsflache auf dem auf dem Hilf- 
stragerwafer (2) verbliebenen Teil (12) des Aufwachssubstratwafers ftir ein nachfolgendes epitaktisches Aufwachsen einer Halbleit- 
erschichtenfolge, - Epitaktisches Aufwachsen derHalbleiterschichtenfolge (5) auf die Aufwachsflache, - Aufbringen eines Chipsub- 
stratwafers auf die Halbleiter-schichtenfolge, - Abtrennen des Hilfstragerwafers (2), und - Vereinzeln des Verbundes von Halbleit- 
erschichtcnfolgc und ChipsubsLratwafer (7) zu voncinander gclrcnntcn Halbleitcrchips. 



